
      ５０ＭＨｚ　ＤＳＢトランシ－バ－「ＨＡＹＡＢＵＳＡ６」送信部改良の説明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＹＴＥＣ　　　２０１４／１２
　ＨＡＹＡＢＵＳＡ６の安定度の改善のため、送信部とＶＸＯ部を改良しました。

１）スプリアス特性を改善

　　Ｃ２９（２ｐＦ）を、１ｐＦにします。１ｐＦは、２ｐＦを直列につないでもＯＫです。

　　これにより、ＶＸＯ出力部のバンドパスフィルタ－の特性が鋭くなり、スプリアス特性が

　　すこし向上します。ただし、損失も増えるます。ＶＸＯ出力コイルの２次側で、約７ｄＢｍ

　　程度のレベルになります。

　　この改良は、測定器で測定しない限り、改善の度合いが分かりませんので、必ず改良しな

　　くてもＯＫです。

２）キャリアサプレッションを高めるため、次の部品を追加します。

　　　ａ）Ｒ３２（２．２Ｋ）の両端に、１０４（０．１ｕＦ）をハンダ付けします。

　　　ｂ）Ｃ４９（１０４）の両端に、１ｕＦをハンダ付けします。

　　

　　基板上に、部品のリ－ド部が少し出ていますので、その部分に該当部品を、ハンダ付けします。

　　この改造により、バランスド・モジュレ－タ－部のバランスがＵＰし、キャリアサプレッション

　　が、少し改善されます。

３）ファイナル・トランジスタ－の、バイアス点を変更します。

　　今までの回路定数ですと、Ｉｃが少なく１００ｍＷの出力がぎりぎりだったので、多少Ｉｃを

　　増やし、確実に１００ｍＷの出力が得られるように改良します。

　　　ａ）Ｒ１３（４．７）を、２２オ－ムに変更します。

　　　ｂ）Ｒ１７（１０Ｋ）を、５．１Ｋに変更します。

　　基板をケ－スに実装している場合は、各抵抗のリ－ド線部が残るように、ニッパ－で切り

　　残っているリ－ド線部に、部品をハンダ付けします。

　　確実には、基板上の部品を外し、入れ替えてください。

　　現在の出力で十分な場合は、あえて改造しなくても良いと思います。この改造で、出力電力が

　　多少ＵＰします。

改造点は、基板の下記の部分に成ります。




